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OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, FEBRUAR 2019.
Polaze se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - traje 2 sata), ili
kompletan ispit (svi zadaci - traje 3 sata)

IME I PREZIME BR. INDEKSA

K Zaokruziti K za bodove sa prvog kolokvijuma

1 2 3 4 >

1. a) [4] Nacrtati jednostepeni pojacavac sa npn tranzistorom sa negativhom povratnom spregom,
koja smanjuje ulaznu otpornost i smanjuje izlaznu otpornost.
b) [2] IzraCunati naponsko pojacanje pojacavaca iz tacke a).
¢) [2] Izracunati ulaznu otpornost pojacavaca iz tacke a).
d) [2] Izracunati izlaznu otpornost pojacavaca iz tacke a).

ReSenje:
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2. U kolu sa slike 2a operacioni pojacavac se moze smatrati idealnim, provodne diode imaju pad
napona Vp =0,6V, dok je Voo = Vg =12V, Ry =Rs, Ry =Rs 1 R =10kQ.

a) [7] Odrediti nepoznate otpornosti u kolu sa slike 2a, tako da prenosna karakteristika ovog kola
bude kao na slici 2b. Poznato je: a; =—4, a, =-2 1V =5V.

b) [3] Pod uslovom iz tacke a), odrediti pri kojim vrednostima ulaznog napona operacioni pojacavac
ulazi u pozitivno i negativno zasicenje.
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3. a) [2] Nacrtati ekvivalentnu unilateralizovanu Semu za male signale pojacavaca sa zajednickim
emiterom na visokim uc€estanostima.
b) [2] Nacrtati ekvivalentnu Semu za male signale kaskodnog pojacavaca na visokim
ucestanostima sa unilateralizovanim ulaznim stepenom.
c) [3] Aproksimativno izracunati gornju grani¢nu ucestanost pojacavaca iz a).
d) [3] Aproksimativno izracunati gornju grani¢nu ucestanost pojacavaca iz b).
ResSenje:
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4. Kolo pojacavaca sa slike se napaja iz baterije
Rp=5kQ 1 R;=50Q. Parametri upotrebljenih

sV
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Vs 0_| lj M, —V tranzistora su: L=0.18 um, (W / L)l =40,
sz oV, (W/L), =20, Cox =270 ANV, 11,Co, =TORAN?,
v, Vi|=045V, A0, Coy = 8.5 fF/um?,
+ Ry K " (Cap /W), =050 fF/um,  (Cgp /W) =0.55fF/um i
Vg, ! Co /W = 035 fF/ un‘l. SvVi tra.nzist(?rivra(‘ie u za‘si('ienjuv.
€ L a) [2] Odrediti 1 izraCunati pojacanje pojacavata u

propusnom opsegu.

b) [4] Odrediti i izracunati gornju grani¢nu ucestanost pojacavaca.

c) [4] Odrediti 1 izraCunati faktor termickog Suma pojacavaCa. Zanemariti uticaj parazitnih
kapacitivnosti.

ResSenje:
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